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1. feladat

Rajzolja le a bipolaris, komplementer tranziszkt@ felepub ellenitenti végfokozatot!
Feltételezzik, hogy a végfokozat ,B” osztalyl dsmaeneti jel U amplitidoju szinuszos
fesziltség, ki(t) = Uk sin(ot). Mekkora W lehetséges maximalis értéke, hogyan fligg a
telepfesziltségt, a tranzisztor kollektor-emitter maradék feszEdfstl és a terhél ellendllastél?
Rajzolja le k6zos leptékido-tengelyek felett a kiménfesziltséget és az egyik tranzisztor
kollektor-emitter feszultségét, aramat és a tramarpillanatnyi disszipacios teljesitményét!

Megoldas:
o+ Uki(t) = Uk sin(ot)
Y| Ukmax = Ut - Unm
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- AR
L G NN/

Ucei(t)= Ut - U

b o b NN
NN

ic1(t) =u ki(t)/Rf

Ui/R / \

Prra(t) = Ucea(t) ica(t)

M




Ut
2. feladat Az aramkor adatai:

R
U, =12V, R =R, =40kQ, R, =15kQ,, R, =10kQ ' "
A tranzisztor : Ry §
n csatornas novekményes MOS FET |

paramétereld , =2V, I, =1mA , ugl
munkaponti aramhso = 1 mA és o
a munkapont az elzarodas feletti tadoyban van. X l

a.) Rajzolja le a tranzisztop(ucs) transzfer karakterisztikajat, hatarozza me@yas munkaponti
feszlltséget és az ehhez szikséyesllendllas értekét!

b.) Rajzolja le a tranzisztap(ups) kimeneti karakterisztikgja sikjan az elzarédasttetartomany
hatarat, a munkapontot, tovabba az egyenaramialé&axamu munka-egyeneseket! Hatarozza
meg a zaro iranyll ;¢ kivezérelhetséget!

c.) Hatarozza meg a nyit6 iranyui . kivezérelhetséget!

d.) Mekkora a tranzisztor munkaponti disszipacios séjpénye?

Megoldas:
a.)

_ UG _UGSO = 2kOQ

c.)

| (ﬁjzzl +Yos0 Uy th:1+8'5_Uh , 4 40 Uh={ v

R > R, ™= 4 15 =»U, +Euh—E:0-> ~B67
Ule=Upe -U, =U, = (Rg + R, )l o ~U, =12-35-4= 45V

d.)




3. feladat Az aramkor adatai:
R =R, =40kQ, R, =15kQ, R =2kQ,,
: =10kQ , G-w
A tranzisztor : Ry

n csatornas névekményes MOS FET

paramétereld , =2V, 1,, =1MA |, Yo l
munkaponti aramhso = 1 mA és

a munkapont az elzarédas feletti taéoyban van. =

a.) Hatarozza meg a tranzisztor munkaponti mestgk, rajzolja le az &ito valtbaramu, kisjéi,
lineéaris helyettesftkepét!

b.) Hatarozza meg azésits Ree ésR« ellendllas paramétereit!

c.) Hatarozza meg ak /upe €S Uk /Ug feszultség ésitések értékeit!

d) Mennyilesz aRye ésRq €s uki /ug kisjeli edsits paraméterek értéke, ha az aramkbrb
kivesszll a C source-hidegikondenzatort (C = 0)?

Megoldas:
a.)
R 5
A gate potencidl,, =—=2—U, =6V Rg Ube o W
R+R, — ?L ’ * %
Yoso =Us ~Rel oo =4 Ug Roe ill US Ro Ra
| RiXR,
S=2—9%  =1mS
eso ~Up

b.)

Roe = Ri X R2 =20 kKQ Ri =Rp= 1,5kQ

A be- és kimeneti ellenallésem valtoznakRee = 20 K2 Ri = 1,5kQ.

ﬁ:hﬁ: Rbe — RD :(@j(_l_’Sj:—o,33
u, U, U, (R +R, E+Rs 30)\ 3
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4. feladat

Az aramkor adatai: U, = 5V,
Rg =2,2kQ R, =2kQ, R, =17kQ,

A tranzisztorok adatai :
T1: pnp,Ues0 = 0,6 V, B1 =

T2: npn,Ugeo = 0,6 V, B2 =0

a.) Szamolja ki a tranzisztorok munkapolaio, Ie20, emitter —aramait!

b.) Hatarozza meg a kimendiio munkaponti potencialjat!

c.) Hatarozza meg a tranzisztorok munkap®atir, Poar disszipacios teljesitményeit!

d.) Mekkorak lesznek a munkaponti emitter-aramok, trameisztorokra az egynél kisebb
A1 =A> = 0,9 kdz6s bazisu aranésitesi tényedket kell figyelembe venni?

Megoldas:
a.)
- —— -
I E10 — Ut U EBO 5 016 - 2mA | 20 — RCl C10 U BEO ZII 0'6 - 2mA
Re 2,2 Re, 17
b.)
Uyo = Ui + Reylgyo = -5+ 1712=-16V
c.)
Powr =V eciol e10 = (2Ut ~(Rez + Roy)l ElO)I e10 = L6[2=32mW
Poar =Uceaol £20 = (Ut _UkiO)I e20 = 6612 =132mW
d)  lew nem valtozik: |, =t e = 5708 _ 5
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RCl(l cio I Bzo) =U geo T REZ'I g0 &ZaZ RCl(All E10 (1_ Az)l E20) =U geo T REZ'I E20

| = RaAleo Ve _ 20092-06_ 3
R t(-A)R,  L7+012 19
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5. feladat

Az aramkor adatai: *—o +U;
R, =2,2kQ, R, =2kQ R, =17kQ, -
A tranzisztorok adatai Ut =26mV Ube T
T1: pnp,leo = 2 MA, f1 = o] T
T2: npn,lezo = 2 MA, f2 = ) Re Uki
Re2
-Uq

a.) Hatérozza meg a tranzisztorok munkaponti diodaéllésat, rajzolja le az &sit6 valtéarama,
kisjeli, linearis helyettesitkepét!

b.) Hatdrozza meg azésité Ry ésRyq ellendllasait!

c.) Hatarozza meg agi /upe fesziltség ésitést!

d.) Mennyilesz aRwe €sR« €és Ui /Une kisjeli edsitd paraméterek értéke, ha a tranzisztoroknal
a1=02=0.9 értéket kell figyelembe venni?

Megoldas:

o2l

—> Uki
= = = oo=1 '
p1=p2 — =2 Rb? Talil — ] <Ek
e i r i i
Rex Ill . Re1 TIZ =

R, = R, Xr,, = 2200x13= 1290 R, = R, xr,, =1700x13= 1290

= oo=1 U _[Ry R, |_ 20001700:152_7
u, o N\ T2 TR, 13 1713

r

d.)

a1= a2=0,9
Re = Rg;, X1y, =2200x13=129Q nem valtozik

R, = Re, *(r,, + (1- a)R,, ) =1700x (13+ 200) =189Q

rdZ-l-REZ

X| —<& =<
|, e ( 1-a, j Res | 92000¢(1017131700
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iMsc feladat: Az aramkor adatai:
U, =12V, R =R, =40kQ, R, =10kQ

A tranzisztor : Ry
n csatornas novekmeényes MOS FET
parameétereld, =2V, |y, =1mA , ugl

Hatarozza meg az aramkes €s Rp ellenallasainak értékét, ugy holpg = 1mA munkaponti &ram
mellett a tranzisztor szimmetrikus kivezéretisgige maximalis legyen!U( s =U ¢ ) !

Megoldas:

Az 1 mA-es munkaponti aramé@lasbol Rs = 2 kQ. (lasd 2. példa a.) pontja)
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c |
C
lw]
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Ut
+“—r <—>
Ups’ Ups
UDSOZUt_(RD+RS)|DO=10_RD
UI;SZUI;SZRDIDOZRD
Uh:UDSO_UI;S:Ut_RSIDO_ZRDIDO:lO_ZRD
2
| [ﬁ} = +UDSO_Uh:| +(Ut_(RD+RS)|DO)_(Ut_(2RD+RS)ID0):2|
Doo| | DO R DO R DO
P D D
2
| (hj =1 +UDSO_Uh =1 +(Ut_(RD+RS)|DO)_(Ut_(2RD+RS)IDO):2|
Doo| | DO R DO R DO
P D D
2
(%j =1 - 5-R, =42

R, =5-+/2 = 35%Q



